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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

GaN-on-Si半導体デバイスにおいて，チャネル部となるGaN/AlGaN界面での応力・
ひずみ場の評価を目的とする．本研究グループでは，「サンプリングモアレ法」と
いう画像処理計測を行っており，この方法をTEM画像に適用できないか検討したい
と考えている．「サンプリングモアレ法」は，規則格子（ドットでも可）の変形前
後の画像から変位やひずみを算出する手法で，橋梁のひずみ測定等には実用化され
ている．

実験
Experimental

T E M観察用にF I B と A r イ オ ン ミ リ ン グ の加工を 施 し た試験片を対象に，膜
厚40-60nmの領域で，GaN/AlGaN界面と界面より遠方のGaN層を観察する．この
得られた2つの画像をモアレ解析し，それぞれの位相差を比較することで，変位を
算出する．

結果と考察
Results and Discussion

HRTEMによって得られた格子像は，格子周辺でぼやけた画像となった．原子その
ものは写らず，鮮明な画像が得られなかった原因は，試料表面のダメージ層の影響
であったと考えられる．また，モアレ解析においても，得られた位相画像は，ノイ
ズが発生し，うまく変位・ひずみ解析を行うことができなかった．
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Fig. 1 Cross-sectional schematic of GaN-on-Si specimen.
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Fig. 2 TEM image of GaN-on-Si specimen.
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Fig. 3 HRTEM image of GaN/AlGaN interface.
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Fig. 4 HRTEM image of GaN.
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